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１．概要（Summary） 

現在、電波と光の中間の周波数を持つ THz 波は未開

拓な周波数帯域である。その理由の一つとしてコンパクト

な出力源が実現していないことがあげられる。今回、窒化

物半導体を用いた小型THzデバイスの実現を目指し、プ

ロセス技術開発に取り組んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

電磁界シミュレータにより設計した小型 THz 波アンテ

ナを実現するために、マスクレス露光装置を用いたプロセ

ス技術の開発に取り組んだ。 

サファイア基板上にGaNを500 nm堆積させた基板に

スピンコーターを用いて HMDS を 500 rpm で 5 sec、

6000 rpmで30 sec、及びAZ5214Eを500 rpmで5 sec、

6000 rpmで 30 secの条件で塗布し、マスクレス露光装

置でパターンを形成するため、Dose 量の条件出しを行っ

た。マスクパターンを Fig. 1 に示す。各マスクパターンは

直径 10 µm(ⅰ)、5 µm(ⅱ)、1 µm(ⅲ)の円形マスクパタ

ーンを用いた。露光後、NMD-3を用いて現像を行った。 

 

 

Fig. 1. Mask patterns. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 露光、現像後の基板表面画像を Fig. 2 に示す。全て

NMD-3に 30秒浸し、現像を行った。 

 直径 1 µmの円形パターンである(ⅰ)、(ⅱ)ではDose量

に関わらず、パターンを形成することが出来なかった。直

径 5 µm の円形パターンである(ⅲ)、(ⅳ)では Dose 量

110(mJ/cm)の(ⅳ)でパターンが崩れ、四角形になってい

る事が確認出来た。よって、直径 5 µmの円形パターンを

形成する場合は低いDose量が適切であると分かった。直

径10µmの円形パターンである(ⅴ)、(ⅵ)では、Dose量に

関わらず、円形パターンの形成が確認できた。 

 

 

Fig. 2. Surface images of each sample 
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